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w
Problema 1.- ( Puntaje 4 punios)

a).-Describa graficamente (Tomando como base el concepto de distribucion espacial
bidimensional de los atomos del semiconductor j.como es la presentacion de un
cristal de germanio con impurezas de boro? (2puntos)

b).-Describa ( graficamente Tomando como base el concepto de diagramas de
bandas de energia del semiconductor) (Como es la presentacion de un cristal con
impurezas de antimonio (2puntos)

Respuesta:

a).- b}.-

_ Problema 2.- (Puntaje 6 puntos) & e G
Se tiene - un semiconductor intrinseco de forma paralelepipedo de 1000 umde
-altura y su base rectangular es de 100 um por 10 um de lados a).-Determinarla
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~resistencia con la temperatura. { 3 puntos )

b).- Si se qu:snera tener una resistencia de 500 kllﬂhmlos a la temperatura de 0
°C. ¢ Cuales serian los cambios que haria a la geometria del dispositivo teniendc
en cuenta que se aquiere usar el menor volumen fisico? ( 3 puntos)

Respuesta:

Pregunta N° 03: (5 Puntgs ) . indicar en las siguientes afirmaciones cuales son
verdaderas.

a).- El numero de eniaces roios en un semiconductor dopado con fésforo lo
determina la concentracion de electrones.

b).- El ancho de la banda prohibida del silicio se aproxima a2 1.3eV a 500 °C.
c}.- Cuando aumenta latemperatura aumenta la corriente en un diodo de
germanic que se le aplica una tension directa con una fuente de tension ideal de
0.4 voltios,

d).- En un diodo zener la caracteristica lax versus Va.x presenta enel primer
cuadrante una tension de ruptura que es usada como regulador de tension.
&) - Ningunsa

Pregunta N° 04.- { 5 puntos) . Una fuente de tension de 12 voltios tiene una
resistencia interna en serie  de 50 ohmios. Si se conecta en paralelo con sus
terminaies externos un diodo zener (De 9 voltios de tension de ruptura |, de 10uA de
corriente minima para estar en la region de ruptura vy de 3 Watts de potencia
nominal maxima que puede soportar .Teniendo una resistencia dinamica en la
ruptura de 0 ohmios ) con el cidtodo conectado al terminal positive de la fuente y el
anode conectado alterminal negative de la fuente. Caicular jcuales son los
valores de la resistencia externa de carga que puedo conectar en paralelo con el
diodo zener de manera que latensién en la resistencia externa de carga se
mantenga siempre constante 7.
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